Boyle Cal

Gunes gozeleri, 1sik enerjisini elektrik enerjisine do-
nusturmeye yarayan araclar. Bunu gerceklestirir-
ken cevreye zarar vermiyorlar. Elektrik Greten diger
araclar gibi, hareketli parcaya da sahip degiller. Us-
telik sonsuz sayilabilecek bir enerji kaynagini, Gu-
nes enerjisini kullaniyorlar.

Gunes gozeleri, calismalarini, temel olarak yapim-
larinda kullanilan yari-iletken malzemelere borclu-
lar. Bu maddelerden en ¢ok kullanilani, yerytzun-
de bol miktarda bulunan silisyum ya da artik daha
yaygin kullanimiyla silikon. Diger yarr-iletken mad-
delerde oldugu gibi silikonun son yorungesindeki
elektronlar silikon cekirdeklerine, metallerde oldu-
gundan daha siki, iletken olmayan elementlerde
oldugundan daha gevsek baglarla bagl.

Isik, fotonlardan olusur. GUnes'ten gelen bu kutlesiz
enerji parcaciklar, sekildeki gibi Gunes gozelerinin
Ust katmanina dastugu zaman silikon kristalleri bu
fotonlari emerler. Fotonlar, yeterli enerjiye sahipse,
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silikon kristallerinden elektron kopmasina neden
olurlar. Serbest olan bu elektronlar, iki zit yakld sili-
kon kristal katmani arasindaki gerilimin yardimiyla
bir alt katmana, oradan da iletken tel Gzerine tasl-
nirlar. Devrenin tamamlanmasiyla da elektrik akimi
olusmus olur.
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Elektronlar lietken tal

Silikon bantlara dusen fotonlarin elektron aciga c¢ikartarak akim
olusturmasini gosteren temsili ¢izim

Saf haliyle silikon, Gunes goézesi olarak kullaniimak
icin yeterince lyi bir iletken dedildir. Ayrica zit yuklu
katmanlar olusturmak icin farkli elementlerle birlesik
olusturulmasi gerekir. Silikon elementi, dis yorunge-
sinde dort elektron tasir; dolayisiyla, dis yorangesini
sekize tamamlamak icin dort elektrona ihtiyag duyar.
Fosfor atomunun dis yérungesinde bes, boron ato-
munun dis yorungesindeyse Uc¢ elektron vardir. Sili-
kon, fosforla birlestiginde eksi yuklu bir bilesik, bo-
ronla birlesince art yuklu bir bilesik olusturur. Siliko-
nun fosforla olusturdugu bu bilesikten elektron
kopmasi da kolaylasir, yani daha iyi bir iletken orta-
ya cikar. Pozitif yukld (p-tipi) ve negatif yuklu (n-tipi)
bu iki tastyicr katman birlestirilince sekildeki gibi tek
yonlu bir elektron akimi saglanmis olur. Olusan elek-
trostatik alan, gozeye dusen fotonlar sayesinde ko-
pan elektronlarin elektrik akimi olusturmasini saglar.
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